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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年8月16日(2012.8.16)

【公表番号】特表2011-521471(P2011-521471A)
【公表日】平成23年7月21日(2011.7.21)
【年通号数】公開・登録公報2011-029
【出願番号】特願2011-510504(P2011-510504)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/872    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/47     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/48    　　　Ｆ
   Ｈ０１Ｌ  29/48    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成24年7月2日(2012.7.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の導電型を有するシリコンカーバイドのドリフト領域と、
　前記ドリフト領域の上に設けられたショットキーコンタクトと、
　前記ショットキーコンタクトに隣接する前記ドリフト領域の表面に設けられた複数の接
合型バリアショットキー（ＪＢＳ）領域であって、このＪＢＳ領域は、前記第１の導電型
と反対の第２の導電型を有すると共に、第１の幅および前記ＪＢＳ領域のうちの隣接する
領域の間に第１の隙間を有するＪＢＳ領域と、
　前記ショットキーコンタクトに隣接する前記ドリフト領域の表面に設けられたサージ保
護領域であって、このサージ保護領域は、前記第１の幅よりも広い第２の幅を有し、前記
第２の導電型を有する複数のサージ保護サブ領域を含み、これらサージ保護サブ領域の各
々は、前記第１の幅よりも狭い第３の幅を有し、前記ＪＢＳ領域のうちの隣接する領域の
間の前記第１の隙間よりも狭い、第２隙間を前記サージ保護サブ領域のうちの隣接するサ
ブ領域の間に有するサージ保護領域と、
を備えたショットキーダイオード。
【請求項２】
　前記第１の隙間と、前記第２の隙間と、前記第３の幅とが、前記ドリフト層の表面から
前記サージ保護サブ領域のうちの１つと前記ドリフト領域との間の接合部の中心までの電
圧低下が前記ショットキーダイオードの定格電流よりも大きい順方向電流で順方向バイア
スを前記接合部にかけられるように十分大きく、よって前記ショットキーダイオードに電
流サージ取り扱い能力を与えるようになっている、請求項１に記載のショットキーダイオ
ード。
【請求項３】
　前記第１の隙間は、約４μｍ～約６μｍであり、前記第２の隙間は、約１μｍ～約３μ
ｍである、請求項１に記載のショットキーダイオード。
【請求項４】
　前記第１の幅は、約１μｍ～約３μｍであり、前記第３の幅は、約１μｍ～約３μｍで
ある、請求項１に記載のショットキーダイオード。
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【請求項５】
　前記サージ保護サブ領域は、前記ドリフト層の表面から前記ドリフト層内に約０.３μ
ｍ～約０.５μｍの深さまで延びる、請求項１に記載のショットキーダイオード。
【請求項６】
　前記ドリフト領域のドーピングレベルは、約５×１０１４ｃｍ－３～約１×１０１６ｃ
ｍ－３である、請求項１に記載のショットキーダイオード。
【請求項７】
　前記ショットキーコンタクトと前記サージ保護サブ領域との間の境界部は、オーミック
コンタクトである、請求項１に記載のショットキーダイオード。
【請求項８】
　前記ドリフト層は、４Ｈ－ＳｉＣを含み、前記ドリフト層は、約５×１０１５ｃｍ－３

～１×１０１６ｃｍ－３のドーピングレベルを有し、前記サージ保護サブ領域は、５×１
０１８ｃｍ－３より大きいドーピングレベルを有する、請求項１に記載のショットキーダ
イオード。
【請求項９】
　前記サージ保護領域の下方の前記ドリフト領域の一部は、前記ショットキーコンタクト
に印加される順方向電圧に応答し、前記ＪＢＳ領域の下方の前記ドリフト領域の一部より
も高い電位を有する、請求項１に記載のショットキーダイオード。
【請求項１０】
　前記ショットキーコンタクトに隣接して前記ドリフト層内に複数のサージ保護領域を更
に備える、請求項１に記載のショットキーダイオード。
【請求項１１】
　前記第１の導電型はｎ型を含み、かつ、前記第２の導電型はｐ型を含む、請求項１に記
載のショットキーダイオード。
【請求項１２】
　前記サージ保護サブ領域は、前記ドリフト領域内の複数のトレンチと、前記複数のトレ
ンチのそれぞれのトレンチの下方に延びる前記ドリフト層内の複数のドープされた領域と
を含む、請求項１に記載のショットキーダイオード。
【請求項１３】
　前記サージ保護サブ領域は、前記サージ保護サブ領域のそれぞれの間で前記ドリフト領
域内に垂直の電流路を構成し、前記サージ保護領域の深さは、前記トレンチの深さと前記
ドープされた領域の深さとによって定められる、請求項１２に記載のショットキーダイオ
ード。
【請求項１４】
　第１の導電型を有するシリコンカーバイドドリフト領域の表面に複数の接合型バリアシ
ョットキー（ＪＢＳ）領域を形成するステップであって、この複数のＪＢＳ領域は、前記
第１の導電型と反対の第２の導電型を有すると共に、前記ＪＢＳ領域のうちの隣接する領
域の間に第１の隙間を有するステップと、
　前記ショットキーコンタクトに隣接する前記ドリフト領域の表面にサージ保護領域を形
成するステップであって、このサージ保護領域は、前記第２の導電型を有する複数のサー
ジ保護サブ領域を含み、これらサージ保護サブ領域の各々は、前記ＪＢＳ領域のうちの隣
接する領域の間の前記第１の隙間よりも狭い第２隙間を、前記サージ保護サブ領域のうち
の隣接するサブ領域の間に有するステップと、
　前記ドリフト領域上にショットキーコンタクトを形成するステップと、
を含むショットキーダイオードを形成する方法。
【請求項１５】
　前記第１の隙間は、約４μｍ～約６μｍであり、前記第２の隙間は、約１μｍ～約３μ
ｍである、請求項１４に記載のショットキーダイオードを形成する方法。
【請求項１６】
　前記複数のＪＢＳ領域を形成し、前記サージ保護領域を形成する前記ステップは、
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　前記第２の導電型のドーパントイオンを前記ドリフト層内に選択的に注入するステップ
と、
　１７００℃よりも高い温度で前記注入されたイオンを熱処理するステップと、を含む、
請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記注入されたイオンを含む前記ドリフト層の上に、グラファイトコーティングを形成
するステップをさらに含み、前記注入されたイオンを熱処理する前記ステップは、前記グ
ラファイトコーティングを熱処理するステップである、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記イオンを注入する前に前記ドリフト層内に複数のトレンチをエッチングするステッ
プをさらに含み、前記イオンを注入するステップは、前記複数のトレンチ内に前記イオン
を注入するステップである、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ドリフト領域に前記ショットキーコンタクトを形成するステップは、単一金属を使
用し、前記ドリフト領域に対する前記ショットキーコンタクトと前記サージ保護サブ領域
に対するオーミックコンタクトとを形成するステップを含む、請求項１６に記載の方法。
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